Technische Information / Technical Information |2U |:| 2C

Lichtziindbarer Netzthyristor

mit integriertem Uberspannungsschutz T 4003 N 52 TO H N ;
Light Triggered Phase Control Thyristor ’
with integrated overvoltage protection

Vorlaufige Daten
Preliminary Data

Features:

Lichtgeziindeter Netz Thyristor Phase Control Thyristor, light triggered

mit integriertem. Uberspannungsschutz with integrated overvoltage protection

Volle Sperrfahigkeit bei 120° mit 50 Hz Full blocking capability at 120°C with 50 Hz
Hohe Stof3strdme und niedriger Warme- High surge currents and low thermal resistance
widerstande durch NTV-Verbindung by using low temperature-connection NTV
zwischen Silizium und Mo-Tréagerscheibe. between silicon wafer and molybdenum.
Elektroaktive Passivierung durch a - C:H Electroactive passivation by a - C:H

Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Hochstzulassige Werte / Maximum rated values

Periodische Riickwérts-Spitzensperrspannung f=50Hz VRRM Tvimin = -40°C  Tyjmin=0°C
repetitive peak reverse voltage 5200 5400 \Y
DurchlaBstrom-Grenzeffektivwert ITRMSM 8130 | A
RMS forward current
Dauergrenzstrom Tc =85°C, f=50Hz Itavm 3845 A
mean forward current Te =60°C, f = 50Hz 5180 | A
StoRstrom-Grenzwert Ty = 25°C, t, = 10ms Itsm 105 [ kA
surge forward current Ty = Tyjmax tp = 10ms 100 | kA
Grenzlastintegral Ty = 25°C, t, = 10ms 1%t 55. 10° | A%s
I2t-va|ue T = Tyimao tp = 10ms 50- 106 AZS
Kritische Stromsteilheit, periodisch DIN IEC 747-6 (di/dt)er 300 | Alus
critical rate of rise of on-state current, periodical Vb < Vgo, f = 50Hz,

PL = 40mW, t;se = 0,5us
Kritische Stromsteilheit, nicht-periodisch DIN IEC 747-6 (di/dt)er 1000 | Alps
critical rate of rise of on-state current, non-periodical Vb < Vgo, P = 40mW, tise = 0,5ps
Kritische Spannungssteilheit Ty = Tvimax Voum = 5kV (dv/dt)er 2000 | Vips
critical rate of rise of forward voltage
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Lichtziindbarer Netzthyristor
mit integriertem Uberspannungsschutz

Light Triggered Phase Control Thyristor
with integrated overvoltage protection

T 4003 N 52 TOH
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Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Charakteristische Werte / Characteristic values

Vorlaufige Daten
Preliminary Data

Schutziindspannung (statisch) Ty=0°C ... Tyjmax Vso min. 5200 \%
protective break over voltage
DurchlaBspannung Ty = Tyimax it = 6KA typ. max.
on-state voltage %5 1,67 1,80 \%
Schleusenspannung / threshold voltage Ty = Tyjmax p- max.
Ersatzwiderstand / slope resistance Vo 0,82 0,92 v
rr 0,139 0,142 mQ
DurchlaBrechenkennlinie Ty = Tijmax P max.
on-state characteristics for calculations 200 A < it < 8000 A A 0.2501 11919
V, =A+B I +C (i, +1) +D i, B 9,213E5  2,260E-5
C 0,0499 -0,1375
D 0,00565 0,02157
erforderliche Zundlichtleistung Ty = 25°C, vp = 100V Pim min. 40 mwW
required gate trigger light power
Haltestrom Ty=25C In 100 [ mA
holding current
Einraststrom Ty = 25°C, vp = 100V, I 1(A
latching current Puv = 40mW, ta, = 0,5ps
Vorwarts- und Ruckwarts-Sperrstrom Ty = Tyjmax ip, IR 500 | mA
forward off-state and reverse currents Vo = Vg = 5200V
Ziindverzug T, = 25°C, vp = 1000V, tga typ. 5| us
gate controlled delay time Puv = 40mW, ta, = 0,5ps
Freiwerdezeit Ty = Tujmax itm = lravm tq typ. 550 | us
circuit commutated turn-off time Ve = 100V, Vou = 0,67 Nprwm
dvp/dt = 20V/ps, -dir/dt = 10A/us
4. Kennbuchstabe / 4" letter O
Sperrverzégerungsladung Ty = Tyjmax Qr 28 | mAs
recovered charge ltw = 2,5 kA, di/dt = 10A/us
Vg = 0,5rrm, Ve = 0,8V rrm
Ruckstromspitze Ty = Tyjmax Irm 600 | A
peak reverse recovery current bw = 2,5 kA, difdt = 10A/us
Vg = 0,5rrm, Ve = 0,8V rrm
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Lichtziindbarer Netzthyristor
mit integriertem Uberspannungsschutz

Light Triggered Phase Control Thyristor
with integrated overvoltage protection

T 4003 N 52 TOH
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Thermische Eigenschaften / Thermal properties

Vorlaufige Daten
Preliminary Data

Innerer Warmewiderstand beidseitig / two-sided, © = 180°sin = 0,0046 | °C/W

thermal resistance, junction to case beidseitig / two-sided , DC 0,0043 | °C/W
Anode / anode DC 0,0075 | °C/W
Kathode / cathode DC 0,01 °C/W

Ubergangs-Warmewiderstand beidseitig / two-sided Rihck 0,001 | °C/W

thermal resistance, case to heatsink einseitig / single-sided 0,002 | °C/W

Hochstzulassige Sperrschichttemperatur Tyj max +120 | °C

max. junction temperature

Betriebstemperatur Tcop -40...+120 | °C

operating temperature

Lagertemperatur Tstg -40...+150 | °C

storage temperature

Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties

Gehause, siehe Anlage Seite 4

case, see appendix

Si-Element mit Druckkontakt, Lichtziindung Silizium Tablette 119LTN52

Si-pellet with pressure contact, ligt triggered silicon wafer

AnpreRkraft F 90...130 | kN

clampig force

Gewicht G typ. 4000 | g

weight

Kriechstrecke 49 | mm

creepage distance

Feuchteklasse DIN 40040 C

humidity classification

Schwingfestigkeit f = 50Hz 50 | m/s?

vibration resistance

Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Sie gilt in Verbidung mit den zugehdérigen technischen Erlauterungen.

This technical Information specifies semiconductor devices but promises no characteristics. It is valid in combination with the belonging technical notes.
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Lichtziindbarer Netzthyristor

mit integriertem Uberspannungsschutz T 4003 N 52 TO H N ;
Light Triggered Phase Control Thyristor ’
with integrated overvoltage protection

Vorlaufige Daten
Preliminary Data

Mafbild / Outline
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Lichtziindbarer Netzthyristor

mit integriertem Uberspannungsschutz T 4003 N 52 TO H N ;
Light Triggered Phase Control Thyristor ’
with integrated overvoltage protection

Vorlaufige Daten
Preliminary Data
DurchlaBkennlinien it=f (vy)
Limiting and typical on-state characteristic

T, = 120°C
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Lichtziindbarer Netzthyristor
mit integriertem Uberspannungsschutz

Light Triggered Phase Control Thyristor
with integrated overvoltage protection

T 4003 N 52 TOH
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Vorlaufige Daten
Preliminary Data

Transienter innerer Warmewiderstand
Transient thermal impedance Zgnc = f ()

Zynyc )= Ry, [(n__e—t”n)

doppelseitige anodenseitige kathodenseitige
Kihlung Kuhlung Kuhlung
r [KIW] [s] r [KIW] [s] r [KIW] [s]
1 [0,00183 1,8964 0,00465 10,9144 0,00753 8,7377
2 (0,00134 0,2965 0,00056 0,8516 0,00152 0,2547
3 10,00076 0,0669 0,00159 0,1931 0,00058 0,0608
4 10,00036 0,0111 0,0005 0,0289 0,00037 0,011
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Lichtziindbarer Netzthyristor

mit integriertem Uberspannungsschutz T 4003 N 52 TO H N ;
Light Triggered Phase Control Thyristor )
with integrated overvoltage protection

Vorlaufige Daten
Preliminary Data

Sperrverzogerungsladung / recovered charge
Q, =f(-di/dt)

ij = 120°C, ltm = 2500A, VR = O,SNRRM, VRM = 0,8WRRM
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Lichtziindbarer Netzthyristor

mit integriertem Uberspannungsschutz T 4003 N 52 TO H N ;
Light Triggered Phase Control Thyristor ’
with integrated overvoltage protection

Vorlaufige Daten
Preliminary Data

Ruckstromspitze / reverse recovery current
(typische Abhangigkeit / typical dependence)

lew = f ( - di/dt)

ij = 120°C, ltm = 2500A, VR = O,SNRRM, VRM = 0,8WRRM
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	Rückstromspitze / reverse recovery current

